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Fig. 1. Images of single crystalline C6-DNT-VW thin film 

observed under (a) optical (b),(c) cross-polarized microscope. 

 

インクジェットと無電解めっき法による有機トランジスタの微細パターニング 

Fine patterning of organic transistors by combination of inkjet printing and electroless plating 
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近年、印刷法を用いて真空フリーかつ低温プロセスでデバイスを作製するプリンテッドエレク

トロニクスに大きな期待が寄せられている。現在，様々な印刷法が開発・検討されているが、中

でもインクジェット(IJ)法は大面積化が容易である点、必要な部分だけにインクを塗布するため材

料効率が高い点において優れた手法である。しかし一方で、IJに利用可能なインクは粘度や沸点、

誘電率、溶解度などの制約が多く材料が限定されてしまう為、これまでに高い性能をもつ微細な

有機トランジスタを IJ法で作製した例は多くない。本研究ではまず、溶解性と吐出性を持つ 2種

の溶媒を混合することにより、1 cm2/Vsを超える高移動度有機半導体単結晶膜を 10 mmの線幅で

微細パターニングすることに成功した。更に、Ag 触媒の IJ 印刷と無電解めっき法を組み合わせ

ることにより、有機半導体上に Au/Agハイブリッド電極を作製することに成功したので報告する。 

P型半導体として、高い溶解性を示し、最高移動度 9.5 cm2/Vsを示す C6-DNT-VWを用いた[1]。

IJ印刷には、数mmの微細パターンが可能であるサブフェムト IJ加工装置(SIJテクノロジ社)を用

いた。混合溶媒を用いて印刷した結果、線幅 10 mmの有機半導体薄膜が得られ、偏光顕微鏡での

観察により、1 mm以上に渡って単一結晶ドメインを持つことがわかった(Fig. 1)。また、この半導

体薄膜を用いて単結晶トランジスタを作製したところ、移動度は最高で 1.1 cm2/Vsを示した(Fig. 

2)。当日の講演では、フッ素系ポリマー(開発品)のバンクを用いて IJ および無電解めっき法で電

極を作製した有機トランジスタの特性についても報告する。 

 

 

[1] T. Okamoto et al., Adv. Mater., 25, 6392-7, (2013). 

 

Fig.2. Transfer characteristics of C6-DNT-VW  

ink-jetted top-contact bottom-gate device. 
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